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Uktad wzbudzenia pradowego uzwojér’n zabraniajacych
w koincydencyjnych pamigciach na rdzeniach ferrytowych

Przedmiotem wynalazku jest uktad wzbudzenia pradowego uzwojert zabraniajacych w koincydencyjnych
pamieciach na rdzeniach ferrytowych, '

Znany jest uktad wzbudzenia pradowego uzwojeri zabraniajacych w koincydencyjnych pamiegciach na
rdzeniach ferrytowych zbudowany z trzech tranzystoréow typu n-p-n, rezystoréw, kondensatoréw i obwodéw
o charakterze indukcyjnym. Wymienione elementy tworzg uktad przez potaczenie w spos6éb nastepujacy. Baza
pierwszego tranzystora jest potaczona z wyjsciem sterujacego uktadu logicznego. Emiter tego tranzystora jest
potaczony, poprzez pierwszy rezystor, z punktem o potencjale odniesienia i, poprzez drugi rezystor i p6tprze-
wodnikowa diode, jest on potaczony z uzwojeniem zakazu, przy czym anoda pétprzewodnikowej diody jest
potaczona z drugim rezystorem, natomiast katoda jest potaczona z uzwojeniem zakazu. Kolektor pierwszego
tranzystora jest potaczony poprzez trzeci rezystor, z pierwszym uzwojeniem transformatora. Poczatek tego
uzwojenia jest dotaczony do dodatniego bieguna 2rédta zasilania. Kolektor drugiego tranzystora i kolektor -
trzeciego tranzystora sq potaczone z dodatnim bijegunem 2zrédta zasilania i pierwszq oktadzing pierwszego
kondensatora. Druga oktadzina pierwszego kondensatora jest potgczona z punktem o potencjale odniesienia.
Emiter drugiego tranzystora jest potaczony z koricem drugiego uzwojenia transformatora, z pierwszg koricéwkg
czwartego rezystora, z pierwszg koricdwka piatego rezystora i pierwszgq oktadzing drugiego kondensatora. Druga
oktadzina drugiego kondensatora jest potaczona z katodq diody pétprzewodnikowej, za$ druga koricéwka
pigtego rezystora jest potaczona z pierwsza koricowka sz6stego rezystora, z pierwszg koricbwka siédmego
rezystora i drugq koricéwka 6smego rezystora. Druga koricowka széstego rezystora i druga koricéwka si6dmego
rezystora sy potaczone z katoda diody pdétprzewodnikowej. Baza drugiego tranzystora jest potaczona z drugq
koricobwka czwartego rezystora i, poprzez dziewigty rezystor, jest ona potgczona z poczatkiem drugiego
uzwojenia transformatora. Emiter trzeciego tranzystora jest potgczony z pierwszg koricéwkg 6smego rezystora,
z pierwszq oktadzing trzeciego kondensatora, z pierwszg koricowka dziesigtego rezystora iz koricem trzeciego
uzwojenia transformatora. Baza trzeciego tranzystora jest potgczona z drugg koricbwka dziesigtego rezystora
" i, poprzez jedenasty rezystor, jest ona potaczona z poczatkiem trzeciego uzwojenia transformatora Druga
oktadzina trzeciego kondensatora jest potaczona z katoda diody pétprzewodnikowsj.
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Pierwszy tranzystor powoduje kluczowanie pradu w uzwojeniach zgodnie z impulsami sterujacymi
przytozonymi.na jego baze ze sterujacego uktadu logicznego. Tranzystor ten pracuje w warunkach tak zwanego
,,ptywajacego emitera’” co jest wynikiem indukcyjnego charakteru uzwojenia zakazu wraz z rdzeniami ferryto-
wymi. Drugi itrzeci tranzystor tacznie z réwnolegle wtaczonym rezystorem umozliwiaja wymuszenie impulsu
pradowego w uzwojeniu zakazu. W chwili narastania impulsu napigcie na emiterze pierwszego tranzystora jest
réwne w przyblizeniu napieciu zasilania, a w czasie ustalonym impulsu napiecie emitera jest réwne spadkowi
napigcia na rezystancji uzwojenia zakazu.

Znany ukfad wzbudzenia pradowego uzwojeri zabraniajacych ma t¢ wade, Ze przy $redniej wartosci
napiecia zasilania, czas narastania czota impulsu i czas opadania jego tylnego zbocza sq dos¢ dtugie, co przy
bardzo szybkich pamigciach ferrytowych jest szkodliwe. W uktadzie tym skrécenie czasu narastania i czasu
opadania zboczy impulsu osigga sie poprzez podwyzszenie wartosci napiecia zasilania izwiekszenie opornosci
szeregowo z uzwojeniem zabraniajacym wiaczonego rezystora. Powoduje to duze straty mocy w tranzystorach
i rezystorach. Wydzielone ciepto podgrzewa inne elementy uktadu pamigci ferrytowych, ktére musza mie¢
dodatkowe chtodzenie. )

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wad znanego uktadu wzbudzania pragdowego uzwojeri zabraniaja-
cych. Cel ten osiggnieto przez skonstruowanie nowego uktadu wzbudzania pragdowego uzwojeri zabraniajacych,
w ktérym tranzystor kluczujacy, pracujacy w warunkach ,,ptywajacego emitera’’, jest zasilany ze zréd+a napiecia
zasilania przez réwnolegte potaczenie pierwszego rezystora oraz emiterowego ogranicznika pragdowego w potg-
czeniu z rezystorami drugim, trzecim iczwartym, ijest sterowany przez trzeci tranzystor za posrednictwem
rezystancyjnego dzielnika, ztozonego z szeregowo potaczonych rezystoréw, piatego i széstego, przy czym emiter
tranzystora kluczujacego jest potaczony z kolektorem drugiego tranzystora, z pierwszym rezystorem i z pigtym
rezystorem, kolektor tranzystora kluczujacego jest pofgczony z uzwojeniem zabraniajagcym wraz z rdzeniami
ferrytowymi, natomiast baza tranzystora kluczujacego jest potaczona z széstym rezystorem i drugim koricem
pigtego rezystora.

Uktad wzbudzenia prgdowego wedtug wynalazku ma te zalete, ze impuls w uzwojeniu zabraniajacym ma
krétkie czasy narastania i opadania. Uktad ma mniejszg strate mocy ogéinej, oraz mniejszq moc strat w czasie
trwania impulsu pragdowego w uzwojeniu zabraniajagcym.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia ideowy uktad wzbudzania pradowego uzwojeri zabraniajacych w koincydencyjnych pamigciach na
rdzeniach ferrytowych, fig. 2 — ksztatt impulsu w uzwojeniu zabraniajacym i zaleznosci czasowe w odniesieniu
do impulsu sterujacego.

Uktad wzbudzania pradowego uzwojeri zabraniajacych w koincydencyjnych pamigciach na rdzeniach
ferrytowych sktada sie z pierwszego tranzystora kluczujacego T, typu p-n-p pracujacego w warunkach ,,ptywaja-
cego emitera’’, z drugiego tranzystora T, typu p-n-p pracujacego w uktadzie emiterowego ogranicznika pradowe-
go, z trzeciego tranzystora T, typu n-p-n sterujacego kluczujacy tranzystor T, za pomocg rezystancyjnego
dzielnika R¢, R,, z uzwojenia zabraniajacego wraz z rdzeniami ferrytowymi stanowiacego obcigZenie indukcyjne
kluczujacego tranzystora T,, z pierwszego rezystora R,, poprzez ktdry zasilany jest kluczujgcy tranzystor T,
napieciem U, Zrédta zasilania, z drugiego rezystora R,, poprzez ktéry zasilany jest drugi tranzystor T,
napigciem U, ze Zrédta zasilania, oraz z trzeciego rezystora R; i czwartego rezystora R4 tworzacych drugi
dzielnik rezystancyjny Ri, R4, przy czym te elementy uktadu sa potaczone w sposdb nastepujacy. Emiter
pierwszego tranzystora T, jest potaczony, poprzez pierwszy rezystor R,, z dodatnim biegunem Zrédta zasilania
o napieciu U, i bezposrednio z kolektorem drugiego tranzystora i pierwszym koricem piatego rezystora Rs.
Kolektor pierwszego tranzystora T, jest pofaczony z uzwojeniem zabraniajacym wraz z rdzeniami ferrytowymi.
Baza pierwszego tranzystora T, jest potaczona z drugim koricem pigtego rezystora Rs i pierwszym koricem
sz6stego rezystora R4. Drugi koniec sz6stego rezystora R4 jest potaczony z kolektorem trzeciego tranzystora T,.
Baza trzeciego tranzystora T, jest potaczona z wyjéciem sterujacego uktadu logicznego nie pokazanego na
rysunku. Emiter drugiego tranzystora T, jest potaczony,” poprzez drugi rezystor R,, z dodatnim biegunem
Zrédta zasilania o napigciu U, iz pierwszym koricem trzeciego rezystora R;. Baza drugiego tranzystora T, jest
potaczona z drugim koricem trzeciego rezystora R; i z pierwszym koricem czwartego rezystora R,. Drugi koniec
czwartego rezystora R, i emiter trzeciego tranzystora T, sq potaczone z punktem o potencjale odniesienia. Punkt
pracy drugiego tranzystora T, iwarto$¢ ograniczanego pradu zalezq od wartosci rezystancji drugiego rezystora
R, oraz drugiego rezystancyjnego dzielnika Ry, R4 i sq ustalone eksperymentalnie razem z wartoscig rezystancji
pierwszego rezystora R; zaleznie od parametréw pamieci, warunkéw zasilania i temu podobnych w ten spos6b,
aby byty spetnione nastepujace warunki pracy uktadu.

W czasie nieprzewodzenia pierwszego tranzystora T, napiecie na kolektorze drugiego tranzystora T, jest
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réwne napigciu U, itranzystor ten jest przygotowany do przewodzenia. W czasie trwania impulsu sterujacego

. przytozonego na baze trzeciego tranzystora T ptynie prad |, w obwodzie obcigzenia pierwszego tranzystora T,.
Prad 1, jest superpozycja pradu |, ptynacego przez drugi tranzystor pradu |3 ptynacego przez pierwszy rezystor

Ry, przy uwzglednieniu wptywu pradu |; bazy pierwszego tranzystora T, oraz’ ewentualnego wptywu
pojemnosci rozproszonej C, . Prad |, ptynacy przez drugi tranzystor T, ma przebieg, w ktérym wyréznia sie dwa
obszary: czg$¢ nieustalong o maksymalnej wartosci chwilowej i cze$¢ ustalong o wartosci mniejszej niz w gzesci
nieustalonej. Nieustalona czesé¢ impulsu jest wynikiem tadunku zebranego w obszarze baza—emiter tranzystora
T,, ajego stromosé zalezy od szybkosci pierwszego tranzystora T,, a przede wszystkim od zmiany strumienia
magnetycznego w jego obwodzie obcigzenia. Ustalona cze$é impulsu jest wynikiem dziatania uktadu ograniczajg-
cego prad. Prad |; ptynacy przez pierwszy rezystor R, stanowi dopetnienie pradu |, ptynacego przez pierwszy
tranzystor T, . : )

Jezeli napiecie U, 2rdédta zasilania przetozone na pierwszy rezystor R, jest mniejsze od napigcia Zrédta
zasilania, konieczne jest wtaczenie w szereg z pierwszym rezystorem R; p6tprzewodnikowej diody D, zapobiega-
jacej przeptywowi pradu przez ten rezystor R, ze 2rdédta zasilania o napigciu U, do Zrédta zasilania o napigciu
U,. Moc strat uktadu, pochodzaca od pradu |; ptynacego przez pierwszy tranzystor T, wydzielona w tym
tranzystorze T,, w drugim tranzystorze T,, w pierwszym rezystorze R, iw drugim rezystorze R,, jest tym
mniejsza czym wigksza jest réznica napieé U, iU, 2Zrdédta zasilania i czym mniejsze sq wartosci rezystancji
rezystor6w R; i R,. Prad bazy pierwszego tranzystora T, zaleZy od napigcia istniejacego na kolektorze drugiego
tranzystora T,, ktére od wartosci prawie réwnej wartosci napiecia U, zrédta zasilania w czesci poczatkowej
impulsu spada do wartoéci zblizonej do sumy spadku napigcia na opornosci rzeczywistej obcigZenia i napiecia
nasycenia pierwszego tranzystora T,, wobec czego w czesci ustalonej impulsu prad bazy jest mniejszy niz na jego
poczatku, co zmniejsza efekt przeciggania impulsu. Ttumienie ewentualnych drgari w obwodzie zabraniajagcym
eliminuje si¢ wtaczeniem si6dmego rezystora R; w obwdd kolektora pierwszego tranzystora T,. Wartodé
rezystanciji siddmego rezystora R, jest rzedu kilku oméw.

Wysterowanie uktadu nastepuje w takim momencie cyklu pamigci, aby impuls zabraniajacy rozpoczat sie
jeszcze w czasie trwania impulsu odczytu, to znaczy w chwili rozpoczecia jego opadania. Suma wartosci
chwilowych pradu odczytu i pradu zabraniajacego nie moze przekracza¢ wartosci pragdu potéwkowego. Czas
procesu zapisu w cyklu pamieciowym rozpoczyna sie jeszcze w czasie trwania procesu odczytu, dajac skrécenie
catkowitego czasu trwania cyklu.

Zastrzezenie patentowe

Uktad wzbudzenia pradowego uzwojert zabraniajacych w koincydencyjnych pamieciach na rdzeniach
ferrytowych ztozony z pierwszego kluczujacego tranzystora pracujacego w warunkach ,,ptywajacego emitera”,
zdrugiego tranzystora pracujacego w ukiadzie emiterowego ogranicznika pradowego, z trzeciego tranzystora
i dzielnika rezystancyjnego, za posrednictwem ktérych jest sterowany kluczujacy tranzystor sygnatem ze
sterujacego uktadu logicznego, z uzwojenia zabraniajacego wraz z rdzeniami ferrytowymi, znamienny
tym, ze kluczujacy tranzystor (T,) jest zasilany napigciem statym pobranym ze Zrddta zasilania poprzez
réwnolegte potaczenie pierwszego rezystora (R,) i drugiego tranzystora (T,) pracujacego w znanym uktadzie
emiterowego ogranicznika pradowego, przy czym emiter kluczujacego tranzystora (T, ) jest potaczony z kolekto- -
rem drugiego tranzystora (T,), z pierwszym rezystorem (R,) iz piqgtym rezystorem (R;) rezystancyjnego
dzielnika (R;, Rg), z ktérego pobrany jest sygnat sterujacy przytozony na baze kluczujacego tranzystora (T, ).
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